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Si-Leistungs-Z-Dioden

Grenzwerte tTa = 45°C) Kennwerte (Tj =-259C)
=y Piot| 'z 122} TRyz Uz Fazmax 2 Iz R hjemax .
< Rthjamaxt
(W) | (mA) (mA) [(1077/K) (v) (Ohm) (mA) (Ohm)

SZ 600/0,75" 1000 | 3000 > 0,65 ... 0,85 1,5 100
/5,1 185 1450 = 4,8 ...5,4 5 100
/5,6 165 1330 +2 £ =080 2 100
/6,2 150 1210 +3 C——— 2 100
/6,8 139 1100 +3 T 2 100
/1,5 126 1010 +4 0 5ul.9 2 100
/8,2 113 910 +5 1,1 wanil;8 2 100
/9,1 1 104 830 6 T e 4 50 8 92
/10 8? | o4 750 +6 8,4 =2 10,8 4 50 100*
/11 86 690 +7 WA TRIL 7 50
12 78 830 7 11,4 ... 12,7 7 50
/13 71 570 17 12,4 ... 14,1 11 50
/15 63 500 +7 13,8 ... 15,7 11 50
/16 58 470 +7 15,2 . oo 17,1 15 25
/18 52 420 7 18,875 2 19,1 15 25
/20 47 380 +8 18,8 ... 21,2 15 25
/22 43 350 +8 20,8 ... 23,3 15 25

1) in FluBrichtung gepolte Diode

2) mit Kiihlbleeh 200 x 200 x 3 mm®
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